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はじめに 

酸化ガリウムは 5 つの結晶構造(-, -, -, -, -)を持つことが知られている[1]．その中で我々は約

5.3eVという広いバンドギャップを有するコランダム構造の酸化ガリウム(-Ga2O3)に着目しており，コ

ランダム構造を持つ酸化物半導体は数多いため，混晶を用いたバンドギャップの制御が可能である．

また大気圧プロセスであるミスト CVD(Chemical Vapor Deposition)法による-Ga2-xInxO3や-AlxGa2-xO3

の混晶製作の報告[2]があり，Snを添加した導電性を有する-Ga2O3薄膜の実現に関する報告[3]もある．

一方で，Snを過剰に供給したGa2-xSnxO3膜の報告はない．本研究では，(0001)-Al2O3基板上にGa2-xSnxO3

膜のミスト CVD成長を行ったので報告する． 

実験方法および実験結果 

Ga2-xSnxO3膜はミスト CVD法により，(0001)-Al2O3基板上に 1時間成長させた．原料の Ga(C5H7O2)3

粉末は少量の塩酸を加えた超純水で溶かし，塩化すず(II)二水和物(SnCl22H2O)粉末は少量の塩酸を加え

た超純水で溶かして使用した．Sn濃度は 0~30mol%で変化させた． 

Ga2-xSnxO3膜の Sn固体組成は，エネルギー分散型 X線分光法(EDX)によって測定した．EDX測定結

果から，Sn供給比の増加に伴って Sn固体組成が増加することが確認された．これは，溶液中の Sn 供

給比によって Sn 固体組成を制御できることを示している．Ga2-xSnxO3膜のバンドギャップは透過スペ

クトルから求めた吸収係数を用いた(h)2-hプロットから求めた．Ga2-xSnxO3膜のバンドギャップは，

Sn固体組成が増加するにつれて減少した．これは，膜が混晶化していることを示唆している．しかし，

いずれのサンプルも高抵抗であった． 
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Fig. 1. Solid composition of Sn into Ga2-xSnxO3 films.         Fig. 2. (h)2-h plots of Ga2-xSnxO3 films. 
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